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ANEXQOS

NORMAS SEGURIDAD SALA BLANCA

A continuacidn, se describe brevemente algunas normas de seguridad basica
para llevar a cabo trabajos dentro de una sala blanca.

Proteccion de los ojos.

Es obligatorio usar gafas de seguridad siempre que se trabaje en el laboratorio.

No se debe emplear lentes de contacto, ya que las salpicaduras de productos
guimicos o sus vapores pueden deteriorarlas y provocar con ello lesiones oculares. En
estos casos es recomendable el empleo de gafas graduadas o gafas de seguridad
cerradas. Si un producto quimico te salpica los ojos, lava inmediatamente el ojo
afectado durante 15 minutos, empleando un lavaojos de emergencia. Actia con
urgencia, en menos de 10 segundos. No dirijas una corriente de alta presién de agua
de un grifo directamente al ojo porque podrias lesionarlo. Informa al responsable del
laboratorio de lo que te ha

sucedido y si es necesario solicita asistencia médica.

Cémo ir vestido en el laboratorio.

Es obligatorio el uso de bata (preferentemente de algoddn), ya que por mucho
cuidado que se tenga al trabajar, pueden producirse salpicaduras de productos
guimicos. Por este motivo es obligatorio llevar zapatos cerrados, asi como no llevar
medias ya que son de material sintético y en contacto con determinados productos
guimicos se adhieren a la piel. Los cabellos largos suponen un riesgo que puede
evitarse facilmente recogiéndolos en una cola. No llevar pulseras, colgantes o mangas
anchas que pudieran engancharse en los montajes.

Normas higiénicas.

No debes comer ni beber en el laboratorio, ya que cabe la posibilidad de que
los alimentos o las bebidas se contaminen con productos quimicos. Lavate siempre las
manos después de hacer un experimento y antes de salir del laboratorio.

Esta prohibido fumar en el laboratorio por razones higiénicas y de seguridad.
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No huelas, inhales o pruebes productos quimicos si no estas debidamente
informado. Si fuera preciso oler una sustancia, nunca lo hagas directamente, dirige
los vapores con la mano hacia la nariz.

Pipeteo de liquidos: Utiliza siempre aspiradores para llenar la pipeta. No lo
hagas nunca con la boca.

Condiciones del area de trabajo.

El drea de trabajo debe mantenerse siempre limpia y ordenada sin libros,
abrigos, bolsas o equipos innecesarios. Todos los productos quimicos derramados
tienen que ser limpiados inmediatamente.

Conducta en el laboratorio.

Tu comportamiento en el laboratorio debe estar basado en el uso del sentido

comun y el buen juicio. Por ello no debes gastar bromas, correr, jugar, empujar, gritar,

etc.

Experimentos no autorizados.

No debes hacer nunca un experimento no autorizado por el responsable del
laboratorio.

Utilizacion de equipos y aparatos.

No utilices nunca un equipo o aparato sin conocer perfectamente su
funcionamiento. En caso de duda pregunta al profesor. Antes de iniciar un
experimento asegurate de que los montajes y los aparatos estén en perfectas
condiciones de uso. No utilices material de vidrio en mal estado (aumenta el riesgo de
accidentes). El material y los aparatos empleados tienen que dejarse siempre limpios y
en perfecto estado de uso al finalizar cada sesion de trabajo.

Manipulacion de productos quimicos.

Los productos quimicos pueden ser peligrosos por sus propiedades toéxicas,
corrosivas, inflamables o explosivas. Por ello todos los productos deben ser
manipulados con mucho cuidado. El mayor peligro en el laboratorio es el fuego. La
mayoria de los productos quimicos organicos arden en presencia de una llama,
particularmente los disolventes que suelen ser altamente inflamables. Es necesario
pues evitar la presencia de llamas abiertas en el laboratorio siempre que sea posible. Si
es inevitable la utilizacion de un mechero de gas (por ejemplo un mechero Bunsen),

aseglrate que no haya cerca productos inflamables. En lugar de mecheros se
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recomienda utilizar bafios de vapor o de silicona, mantas o placas calefactoras. Nunca
utilices una llama directa para calentar.

No inhales los vapores de los productos quimicos y trabaja siempre en vitrinas
extractoras especialmente cuando manipules productos toxicos, irritantes, corrosivos
o lacrimdgenos. Evita el contacto de productos quimicos con la piel, especialmente los
gue son toxicos y corrosivos. En estos casos se recomienda la utilizacion de guantes de
un solo uso o de semiguantes.

No cojas nunca un producto de un recipiente que no esté debidamente
etiquetado. No sustituyas nunca un producto quimico por otro, en un experimento.

Calentamiento de liquidos.

Nunca debes calentar un recipiente totalmente cerrado. Cuando calientes un
recipiente abierto, dirige la abertura en una direccién en la que, si se produce alguna
salpicadura o proyeccién, no provoque lesién a alguien préximo.

Eliminacién de residuos.

Los residuos téxicos que se originen como consecuencia de tu trabajo debes
depositarlos en los contenedores especiales que estén destinados para su recogida. El
material de vidrio que esté deteriorado o roto deberas depositarlo en recipientes
destinados especialmente a este fin. No debes tirar directamente al sumidero
productos que reaccionen con el agua (sodio, hidruros, amiduros, halogenuros de
acido), que sean inflamables (disolventes, especialmente los orgdnicos), que huelan
mal (derivados de azufre, por ejemplo: mercaptanos), que sean lacrimégenos
(halogenuros de bencilo), productos que sean dificilmente biodegradables
(polihalogenados: cloroformo) o pilas y residuos sdlidos que pueden atascarlo.
Depositalos en los recipientes dispuestos a tal fin. Los papeles debes arrojarlos a la
papelera. Recicla, en la medida de lo posible, todos aquellos materiales y productos
gue sean susceptibles de ello.

PRIMEROS AUXILIOS ANTE EL CONTACTO DE LA PIEL CON ACIDO FLUORHIDRICO

- Aclarar inmediatamente la zona de la piel afectada con gran cantidad de
agua, teniendo en cuenta de lavar el acido lejos de otras partes de su
cuerpo, especialmente ufia de dedos/pies.

- Eliminar toda ropa expuesta al HF

- Continuar aclarando durante 1 — 2 minutos. NO secar la piel.
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- Pinche el tubo de Gel Gluconato Calcico usando el tapdn del tubo invertido.
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DATA SHEET FOTORRESINA AZ4562

GEMERAL INFORMATION

Tris seras of pasitive proloresisss 5 Intended for appilcations whers coatng thicknzsses abave 2 pm are
required. Vihen using a swansand photoresist &t im Nicinessas above 3 UM, the necessany exposUe
energy drastically Increases. This |5 due %0 the absarplion of the photoactive compound (FAC) In fhe
aciinic range of he specirum. So whh Increasing fim ihicinzses exposure dose NEE 10 be acjusled fo
provice sucent enengy also at the bottom of the photoresis?, oihanyése the pathemn cannot be cieared. In
exireme cases It becomes amost Imposskie 1o &xposs the reslst property and Sxposure ooees above
1000 muien? have io be applied. Under these condiions urwianted site effiects also appear: the dose at
ine sutace of the photoreskst becomes 0o Mg and Inducss crossinking of the reslst. This effect I
gmilar to the wel known deepUV hardening used %0 preserve the resist profies al posibake
femparaturas up bo 2002, Standard reskt would aiso genesata too much nirogen during exposune which,
trapped In the thick layer, cannot difuse 35t enough and may lead i ing of the resist

For AZ 4300-seres photorssisls we have ¢noBSn & special pholoacive compound Wi oW
absonphion and reduced niirogen content which enables these resists o be usad at Micknesses up to 50
umL The highest viscoelty proouct AZ 4552 aliows to spin coat 10 um In @ single slep (2000 Em). For
&ven higher Tmicknesses special coaling technigues have to be sppled

1. The comman spin time of about 30 - 40 seconds s reduced doan to only 2 s2conds. By this 20
um are cbiained, however the subsirate has o e kit on the spinrer In 3 horizontal posidon for

another minute to akow Tor drying.

2. AZ 4352 may be mullipie coated with 3 bake cycle inrbetween, Due to the high soikds content of
tis resist, which Is dose to e dissoluion Imit, the undenying coatng wil oniy be dissolved
minor. The bake tempersiwes In-between shouid not excesd 90°C or the fnal prebake
lEmpaTature.

Winen LEing migh fim tickresses some spedial guidelines have w0 be cheanvel ater coating 1ne resist
oLl b= |'i'E|:{ al raom Enperaﬂ.m for & leasl 15 mirses 10 alow mas: of the soivert 10 E'l'ﬂri'lE
pefore I 15 put Into an oven for prebake. Ctheratse the resket surface wil dry quiz fast and Tappsd
salvent remalring In the bulk may form bubbles and IR the reslst Tim. Adneskan fallure |5 the result. Using
a hotplale nsizad of an oven s the belter cholce. espacizlly whzn the temperature |5 ramped o the final
valle,

The development process alsa has o ba agepi=d to T2 high film thickness: Background for fis Is the
fact that even heavlly overexpasad positive photorasists orly have Imited dlssoliian rates. There |5 a
saturatian at values In the erder of 100 nmis. For Tk It i recommended 1o operate at devalopment rales

of about 2 umimin, ard asust the exposure doss for proper claanng and tzaire slzs.

This reslst series |5 designed *or use with any comman sodum and polassium based developer. AZ
3516, 1:4 diuted wihh waler i a good cholos, AZ 200K may be usad as well
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PHYSICAL and CHEMICAL PROPERTIES

AZ 4533 AF 4552
Solide combsnt [%] M5 0.5
VISCOBITY [G81 &l 25°0) 125 341
Abeorptivity lig*cm] at 338mm 038 1.01
Solvant migthoey-proon acetats (PGHEA)
Max_ water conbant [35] 0.5
Speciral zanslthity 310 - 440 nmi
Coating charscierstic Etraion fres
Fligration [pm abaoluts] 0.2

FILM THICKMESS [pm] as FUNCTION of 5PIN SPEED (characteristically)

| =pin specd [Tpm] 2000 3000 2000 5000 5000
AT 453 4.67 281 bl 235 253
AT 4562 ETT 715 G.20 5.55 508

PROCESSING GUIDELINES

Dillution and age bead removal | AZ SS5R Soven:

Prabaks 100G, 507, hoiplate

Expaeurs oroachand and monochromatic

FEB not required, aptioral with monochramatc expasure
Dﬂ'ﬂalnpmﬂnt AZ 3518, 1:4, 30°'pm Tim 1niciness

Poatbake 115", 50s hotplabe or 50 min. aven

Ramoval AZ 100 Femaver, canc.

HANDLING ADVISES

Consult the Materal Safaty Data Shests provides by us ar vour local agent!

This AZ Phatoresists are made up wit our patented safer solvent PEMEA. They are flammable lliquids
and shoud De kept 3way from oxldants, sparks and opsn flames

Protact from light and hest and stors In sealed ongingl contairers between 0°C and 25°C, excesdlng inls
range bo -57C or +3070 for 1 Week does not adversaly av=cl the properiss

Sheif Iifa Is limited and depends on e reslst serzs. The explration date is printed on the label of every
beitie betow the Datch number and coded &5 [yearmonthiday]

ATF Photoresisls are compalile win most commerclaly avalaze waler processing equipment
Recommanded matarials indute 2TFE, stalnkzss sieel and nigh-densly poly-slhylene and -orapylens.
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Description

AZ 100 Remover is especially designed for stripping positive working photoresists like
the AZ Photoresists. The siripper is free of phenols, chromates, chlorinated
hydrocarbons or metal ions. The remover can be mixed with water in any ratio.

Table 1
Physical and Chemical Properties

Density (at 25°C) 0.955 kall
Color (Alpha) max. 20
Flashpoint (AF) 72°C
Mormality {potentiometric) 3.1 moli
Boiling range 158 —-194 °C

Processing

Bath Make-up

AZ 100 Remover is a ready to use solution. A 11 mixture with water is possible. On
thin films like aluminum the use of the undiluted AZ 100 Remaover is recommended.

Process Sequence
Removal of the resist occurs most adequately in a two tank system. In the first bath the
majority of the resist is stripped; in the second tank the resist residues are remaoved.

As indicated in table 2, the total immersion time depends on the bath temperature and
the thermal treatment of the resist structures. Use mechanical or nitrogen burst
agitation.

After stripping, the substrates are rinsed in deionized water, followed by drying in a

rinse dryer.
Table 2
Stripping Capability of AZ 100 Remover
Bake temperature Remover Stripping tima
of resist *C Temperature °C min.
120 21 5
140 21 10
150 50 5
180 al il
190 al 10
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Determination of Normality

Procedure

Put about 1,5 g of the remover, weighed to an accuracy of 0.001 g, into an Erlenmeyer
flask and immediately add approximately 90 ml deionized water. The titration is
performed by an automatic potentiometric titrator (i.e. Titroprocessor 672, Metrohm) or by
manual fitration. In the latter case add 3 drops of the indicator (i.e. 0.1% ageous solution
of Methyl red and titrate to endpoint with Hydrochloric acid (HCI) 0.5 N.

iml HC
Mormality of AZ 100 Remover = 0477 x -_
(g AZ 100 Remaover)

Waste Disposal
After acidification with hydrochloric acid (3.5%) fo pH = 8.5, AZ 100 Remaover is hio-
logical degradable. At all times local regulations should be ohserved |

Handling Precautions

Warning

Before using refer to safety data sheet and technical bulletin, Open container only after
adjustment to room temperature.

First aid

If eye contact:

Flush with water for at least 15 minuies.
Contact physician.

If skin contact:
Wash affected areas with soap and water.

If inhaled {mist):
Move into fresh air.

Equipment Compatibility

AZ 100 Remover is up to temperatures of 40 °C compatible o polyvinylchloride and o
polypropylene up to 55 *C. For elevated temperatures material like quartz, stainless steel
and PTFE are recommended.

Storage
Keep in sealed original containers.
Store between 0 — 35 °C.
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